
ЭЛЕМЕНТНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ  Si(111)ЛИГИРОВАННОГО ИОНАМИ О2+
аГ.Х. Аллаярова., bБ.Е. Умирзаков., аА.К. Ташатов
аКаршинский государственный университет, Карши, 180117 Узбекистан
е*-mail: allayarova5030@mail.ru
bТашкентский государственный технический университет,
Ташкент 100095 Узбекистан

[bookmark: _GoBack]На рис. приведен масс - спектр отрицательных ионов для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при дозе облучения D = Dн = 6 × 1016 см-2 где Dн  - доза насыщения. Видно, что в спектре содержатся интенсивные пики SiO2, субоксидов Si (SiO и Si2O) и несвязанных атомов Si и О. Наряду этими пиками обнаруживаются малоинтенсивные пики различных примесных атомов, общая концентрация которых не превышает 0,1 ат.%[1-2]. 
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Рис.. Масс- спектр Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при D = 6 × 1016 см-2, записанный при бомбардировке ионами Сs+ с Е0 = 6,7 кэВ
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